





















ンを内包する充填スクッテルダイト化合物 SmOs4Sb12と SmRu4P12に着目した。 
SmOs4Sb12は、低温で磁場の影響をほとんど受けない重い電子状態（有効質量に比例する
電子比熱係数は 820 mJ/K2mol）を示す化合物である。申請者は、4f電子を持たない Laイオ
ンで Smイオンを希釈した系(SmxLa1-x)Os4Sb12における Smイオン価数を、SPring-8における









































































申請者が見出した３つの新奇な Sm イオン 4f 電子状態は、これまでに広く研究されてき
た Ceや Ybの希土類化合物では全く見られなかったものである。(SmxLa1-x)Os4Sb12において
観測した、対数温度依存する Smイオン価数は、非従来型の電荷自由度に起因する近藤効果
の可能性があるが、本系の低温で観測される磁場の影響を受けない重い電子状態の発現機
構に深く関与している可能性がある。電荷自由度による質量増強として説明可能かどうか、
今後他の実験手段により検証すべき重要な研究課題である。SmRu4P12の I相で観測された磁
場誘起の電荷秩序は、4f 電子が関与する磁性と電荷の交差相関現象である。その発現機構
の微視的理解には、さらなる研究が必要であるが、これは他に例を見ない新奇な強相関電
子状態であり、今後の強相関電子系の研究の起点となりうる重要な成果である。SmPt2Si2
の I相は、近藤効果と RKKY相互作用が拮抗する所に、さらに磁気的フラストレーションが
導入された３つ巴の強相関電子状態の可能性がある。金属中の Smイオンが創出する強相関
電子状態の研究は、まだまだ不十分な状況にあるが、そこに従来のものとは大きく異なる
新奇電子状態が発現することの３つの実例を本研究は示した。この成果は、申請者の地道
な努力と、習得した高い実験技術を裏付けるものであり、高く評価できる。 
 以上の結果、本論文は博士（理学）の学位に充分値するものと判定した。 
4．試験および試問の結果 
 本学の学位規定にしたがって、最終試験を行った。公開の席上で論文内容の発表を行い、
物理学専攻教員による質疑応答を行った。また、論文審査委員による本論文および関連分
野の試問を行った。これらの結果を総合的に審査した結果、合格と判定した。 
 
